AFY 11

—

PNP-Mesatransistor fur HF-Anwendungen

AFY 11 ist ein PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor in Mesa-Technik im Gehause
5 C 3 DIN 41873 (T0O-39). Der Kollektor ist mit dem Gehéause elektrisch verbunden. Der
Transistor eignet sich fiir HF-Anwendungen bis etwa 300 MHz.

Typ l Bestellnummer

[ Nicht fiir Neuentwicklung

5

AFY 11 | Q60106-Y11

r-13521-»1 894

Gewichtetwa 1,6 g MaBe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung ‘ =Uceo?) 15 Vv
Kollektor-Basis-Spannung =Ucso 30 . v
Emitter- Basis-Spannung =Ugpo?) 1 v
Kollektorstrom ' -Ic . 70 mA
Sperrschichttemperatur T, 90 °C
Lagertemperatur Ts -55 bis +75 °C
Gesamtverlustleistung (7 = 45 °C) Pror 560 mwW
Wérmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rensu | - <250 l K/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehéduse Rinsa =80 K/W
Statische Kenndaten (7, =25 °C) ’
Kollektor-Basis-Reststrom (—Ucgo = 15 V) ~Icpo 0,8 (< 18)* vA
Kollektor-Basis-Reststrom
(~Ucgo =15V; Ty = 60 °C) Icso 8 (< 80) HA

') Die angegebene Kollektor-Emitter-Spannung Uceo ist keine Grenze fiir die Aussteuerbarkeit der Transistoren.
Der Wert darf liberschritten werden, wenn die thermische Stabilitdt gewahrleistet ist.

2) Dieser Wert darf iiberschritten werden, solange der Emitterstrom nicht groBer als 10 mA wird.
* AQL = 0,65%
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AFY 11

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

. Arbeitspunkt:

—Ic=2mA; ~Uce =6V
Transitfrequenz
Hochste Schwingfrequenz

Optimale Leistungsverstirkung
in Basisschaltung (f = 100 MHz)

Optimale Leistungsverstirkung
in Emitterschaftung (f = 100 MHz)

RauschmaB (f = 100 MHz; R = 60 Q)
RauschmaB (f = 200 MHz; R = 60 Q)
Stromverstérkung (f = 1 kHz)
Rickwirkungs-Zeitkonstante (= 2,5 MHz)

Arbeitspunkt: —Ic = 10 mA; =Uce = 10V

Transitfrequenz (£ = 100 MHz)
Hoéchste Schwingfrequenz

Optimale Leistungsverstarkung
in Basisschaltung (f = 100 MHz)

Stromverstérkung (f = 1 kHz)
Riickwirkungs-Zeitkonstante (f = 2,56 MHz)
Kollektorkapazitét (Ucgo = 10 V; f= 1 MHz)

108

AFY 11

fr 350 (> 150) MHz
P 600 MHz
Vobopt 14 bis 18 dB
Voo opt 17 bis 20 dB
F 48 ds
F 6 dB
B, 20 (> 10) —
,bb, . Cbc’ 18 (< 40) ps
fr 550 (> 200) MHz
Fmax 750 MHz
Vo oot 16 bis 20 dB
B, 60 (> 25) —
’bb’ * ch' 13 (< 40) Ps

Cceo 2,2 (<28) pF




PNP-Mesatransistor fiirr HF-Anwendungen

bis 260 MHz

AFY 12

ulicht fir Neuentwicklung ]

AFY 12 ist ein PNP-Germanium-Hochfrequenz-Universaltransistor in Mesa-Technik im Ge-
hduse 18 A 4 DIN 41876 (TO-72). Die Anschliisse sind vom Gehéuse elektrisch isoliert. Der
Transistor AFY 12 ist.fir die Verwendung in Vorstufen sowie in Misch- und Oszillatorstufen

bis 260 MHz geeignet.

Typ l Bestellnummer 3045 ¥
AFY 12 | aso106-v12 7 z iy

, -t I:‘alréuﬁs i)

1351t g o Ao

Gewicht etwa 0,4 g MaBe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung ~Uceo 18 \
Kollektor-Basis-Spannung —Ucgo 25 \Y
Basis-Emitter-Spannung =Uego 0,5 \
Kollektorstrom ~Ic 10 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts —30 bis +75 °C
Gesamtverlustleistung (7g = < 45 °C) Piot 112 mW
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rinsu = 750 K/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehause Ringg =400 K/W
Statische Kenndaten (7, =25°C)
Fir folgende Arbeitspunkte gilt:
~Uce -Ic ~-Ig B =Use

Vv mA pA Ic/ Iy \Y
12 ’ 1 ’ 20 (8,3 bis 40) l 50 (25 bis 120)° 0,325 (0,25 bis 0,38)
6 2 29 70 0,34 (0,28 bis 0,4)

Kollektor-Basis-Reststrom (~Ucgo = 12 V)
Kollektor-Basis-Reststrom (—Ucgo = 25 V)
Kollektor-Basis-Reststrom

(—Ucgo=25V; T, =60°C)
Emitter-Basis-Reststrom (—Uggo = 0,3 V)
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Iceo = 500 pA
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(= TIeso = 100 uA

*AQL=10,65 %

~Icso
=Icso

—Icso
_IEBO

_U(BR)CEO

_U(BR)EBO

04 (< 3) vA
0,7 (<10)* wA
7 (< 70) ©A
< 10* uA
> 18 \
> 0,5 \
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AFY 12

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Arbeitspunkt: —Ic = 1 mA; =Ucg bzw. —Uce = 12V

Transitfrequenz (f = 100 MHz) fr 230 MHz
fSchwmggrenz- fone =\/ fr ) £ 1,35 GHz
requenz 8 oy - Co'e

Dynamische Stromverstarkung (=1 kHz) Bo 65 (> 30)

RauschmaB (f = 200 MHz; R¢ = 60 Q) F 5(<7) dB
KurzschluB-Riickwirkungskapazitat

(f = 450 kHz) =C12e 0,45 pF
Rickwirkungszeitkonstante (£ = 2,5 MHz) ey ' Cv'c 5 ps
Arbeitspunkt:

—Ic=3mA; =Ugs =10V, f= 200 MHz

Leistungsverstarkung Vob 17,5 (> 16)* dB
Arbeitspunkt: —Ic =1 mA; —Ugg =12V, f= 200 MHz

gi1p = 31 mS gi2p = OmS Iy21b| =27mS g2 = 0,15 mS
b11b =-12 m$S b12b=_0,5 mS P21b =1156° b22=1,9 mS
Ci1p = —9,5pF Ci2p=-04 pF Cy2 =1,5pF
Arbeitspunkt: —Ic =1 mA; —Uce =6V; f=100 MHz

g11p = 36 mS g12b & _0,04 mS 92106 T —-27 mS g22 = 0,09 mS
b11b =- 6 mS b12b = _0,48 mS b21b =20mS b22 =1mS
Arbeitspunkt: —Ic =1 mA; —Uce =12 V; f= 35 MHz

gi1e = 1,5mS J12e = omS Iyz1el= 36mS g22 =0,01 mS
bije =— 5 mS b2 = —0,12m$S @21 = —12° baz = 0,31 mS
C11e = 23 pF C1 2e & —0,55 pF sz = 1,4 pF

MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung bei 200 MHz

60Q 2nF Lq
— =)
,=’\c, ]609
@I-ZOOMHZ
Ly =3Wdg;d=1mm; D =6,5mm; Uge U
L, =2Wdg;d=1mm; D =6,5mm; - Ck =15 bis 5 pf so daR R = 920 Q;
L; =L, =20Wdg 0,5 Culs C, = 6,5 bis 18 pF; C, = 9,5 bis 20 pF;
auf Kern B63310 K1 A12,3 Cs = 3 bis 10 pF
* AQL = 0,65%
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AFY 12

Prot
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AFY 12

Vpe opt

96
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AFY 12
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AFY 12
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l Nicht fir Neuentwicklung I

PNP-Mesatransistor fir Antennenverstirker 2,6 GHz AFY 18

AFY 18 ist ein epitaktischer PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor in Mesa-Technik im
Gehause 5 C 3 DIN 41873 (TO-39). Der Collektor ist mit dem Gehé&use elektrisch verbunden.
Der Transistor AFY #8 ist besonders fliir Antennenverstarker bei Frequenzen bis zu 250 MHz
geeignet.

0,5 v
Typ | Bestellnummer \_,_L_
AFY18C Q60106-Y18-C » #_'_ £
AFY 18 D Q60106-Y18-D a3
AFY 18 E Q60106-Y18-E -135¢ 1 B4~

Gewichtetwa 1,6 g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung -Uceo 15 Vv
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo 30 \
Emitter-Basis-Spannung -Ugso 0,7 Vv
Kollektorstrom -1Ic 100 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis +75 | "°C
Gesamtverlustleistung (7g =< 45 °C) Piot 560 mV
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rinsu < 250 K/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehéduse Rinac I =80 K/W
Statische Kenndaten (7, = 25°C)
Fiir folgende Arbeitspunkte gilt:
~Uce ~Ic =1Ig B —Usge

\% mA mA Ic/IB \

6 2 0,04 50 0,33 (< 0,42)
10 10 0,1 100 0.35 (< 0,44)
1 100 5 20 0,68 (< 0.8)
Kollektor-Basis-Reststrom (—Ucgo = 15 V) =Iceo 0,2 (<10), uA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(_ICEO =10 mA) —U(BR)CEO > 15 \"}
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
(—Icgo = 100 wA) ~Uriceo > 30 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(=Icso = 1 mA) —Urieso >07 A
* AQL = 9,65%
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AFY 37

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Arbeitspunkt: —7c =10 mA; —Uce =10V
Transitfrequenz (f = 100 MHz)
RauschmaR (f =70 MHz; Rg = 60 Q)

Arbeitspunkt:

(=Ic =8mA; ~Uce = 15 V; f = 200 MHz)
Leistungsverstarkung in Emitterschaltung
Rickwartsddmpfung

Arbeitspunkt:

("Ic =1mA; _ch =6V;f=1 MHZ)
KurzschluB-Riickwirkungskapazitat
Arbeitspunkt: (—Ucgo = 10 V; f = 1 MHz2)
Kollektor-Sperrschichtkapazitit

Arbeitspunkt:

(=Ic=1mA; Uge =10 V; f= 2,5 MHz)
Rickwirkungszeitkonstante

Effektive Ausgangsspannung an 60 Q bei
einem Intermodulationsabstand von 30 dB

Stromverstirkungsgruppen

fr ‘ 600

F 4

Vioe') 17 (> 14)*

peinv 32 (> 30)

—Ci2e 1,05

cho 1,8

rop’ * Co'c 10

Unest 600 (> 470)

} MHz
dB

dB
dB

pF

pF

ps

mV

Die Transistoren AFY 18 werden bei —Ic = 10 mA; —Uce = 10 V; f = 1 kHz nach der dyna-
mischen Stromverstarkung 8, gruppiert und mit Buchstaben gekennzeichnet.

Bo Gruppe |

(o l D | E

Stromverstérkung g, |

1) gemessen in nebenstehender Schaltung
* AQL = 0,65%
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AFY 18

MeBschaltung fiir Leistungsverstirkung (f = 200 MHz)

- Cs
w
A
.l. 4
Cl, 1 Id
Ly & ) AT =¢
= —
608 GOQ[J
! v
f I,
Ce 131 Ly 2 7]
1-200MHz] !
15K (43
S|
1l ! ! L

Uss Uee

Ly =2Wind. 0,56 CulLS; D=6mm
ohne Windungsabstand

L, =3Wind,d=1mm, D=7mm,
Windungsabstand 1 mm

Ly =1Wind. 0,5 Cu LS

L3 = 20 Wind. 0,5 Cu LS auf Siferritkern
B 63310 M 25 A 12,3

C, = 2 bis 5 pF, eingestellt fir R_ = 900 Q

C, =2 bis 4 pF

Cs = 2 bis 5 pF, neutralisiert fiir eine
Transistor-KurzschluB-Rickwirkungs-
kapazitat von —Cy,, = 1,05 pF
(Ic=1mA; Uce =6V; f=1MHz)

Cs=1nF Cs =10 pF

Cs =2nF C,=1nF
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Nicht far Neuentwicklung

PNP-Mesatransistor fiir Antennenverstarker AFY 37
bis 900 MHz

AFY 37 ist ein epitaktischer PNP-Germanium-HF-Transistor in Mesa-Technik im Gehiuse
18 A4 DIN 41876 (TO-72). Die Anschliisse sind vom Gehé&use elektrisch isoliert. Der Transistor
AFY 37 ist besonders fir Antennenverstérker fiir Frequenzen bis zu 900 MHz geeignet.

E B C

8045 _ ¥, a

Typ | Bestellnummer e 5 i y S
g ) 3
AFY 37 | Q60106-Y37 .
K Bﬁha@& 1
13541 52 4™ 2'54!0’;—

Gewichtetwa 0,4 g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung ~Uces 32 Y
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo 32 \"
Emitter-Basis-Spannung ~Ugso 0.3 \Y
Kollektorstrom -1 20 mA
Sperrschichttemperatur T 90 °C
Lagertemperatur Ts ~30 bis +75 °C
Gesamtverlustleistung (7g < 45°C) Prot 112 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft ' Rinsu <750 K/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse Rinsc <400 K/W
Kenndaten (7y = 25°C)
Fur folgenden Arbeitspunkt gilt:
_UCE - IC _IB B

Vv mA mA I/ 1y

12 | 2 | 005(<02) | 40 (> 10)°
Kollektor-Basis-Reststrom (~Ucgo = 20 V) —Iceo 04 (<10)" A
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(=Ices = 100 pA) ~Usrices > 32 V'
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(= Ieso = 100 pA) —Usnyeso >03 \Y
*AQL = 0,65%
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AFY 37

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

Transitfrequenz

(-Ic=15mA; UCE—12V f=100 MHz) fr 600 MHz
Rickwirkungszeitkonstante
(—Ic=1mA; —Uce =12V; f= 2,5 MHz) Iop' * Co’c 3,5 ps
KurzschluR-Riickwirkungskapazitat
(-Ic=1mA; ~Uce =12V; f=1 MHz) —Ci2e 0,27 pF
Leistungsverstirkung in Basisschaltung
(—Ic=4mA; ~Ucg =16 V; f = 800 MHz;
Rs=60Q; R.=2kQ) Vob?) 12 (> 10)* dB
Effektive Ausgangsspannung an 60 Q bei
einem Intermodulationsabstand von 30 dB Upers?) 350 (> 260) mV
Rauschmaly
(—Ic=15mA; —Uge =12 V; f = 800 MHz) F) 7 dB
Temperaturabhéngigkeit der MeRschaltung fiir Leistungsverstiarkung und
/z__’t::'ass:,g(e;; Gesamtverlustleistung Rauschen bei 7 = 800 MHz
m
120 )
. . 200pF
X =1
100
Leifungskreis
Pt \ \\ 60Q SHindy. ’gg‘;‘ I:‘ mitAuskogplung
T 80 : —C Ru=2kQ
\"’mau Fingg F-800MHz 1oe I X
\\ 60Q
) (Emplanger)
80 N ,l 00 (Empfanger)
\ — s
\ Uge g
k0 g
\ g
\
0 N\ —
o
\ A
cC
0
0 50 100°C
.__>T

1) In angegebener Schaltung gemessen
* AQL=0,65%
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[ Nicht fiir Neuentwicklung |

PNP-Mesatransistor fir Anwendungen bis 500 MHz

AFY 39

AFY 39 ist ein epitaktischer PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistor in Mesa-Technik im
Gehéduse 18 B 4 DIN 41876 (TO-72 ahnlich). Die Anschliisse sind vom Gehéuse elektrisch

isoliert. -

Der Transistor ist besonders fiir Antennenverstarker im VHF-Bereich geeignet.

Typ I Bestellnummer
AFY 39 ' Q60106-Y39
Gewicht etwa 0,5 g MaRe in mm

Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung =Ucgo 32 \
Kollektor-Emitter-Spannung =Uces 32 Vv
Emitter-Basis-Spannung ~Uego 0.3 \"
Kollektorstrom -1 30 mA
Sperrschichttemperatur T 90 °C
Lagertemperatur Ts -30 bis 75 °C
Gesamtverlustleistung (75 < 45 °C) Piot 225 mW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft ‘ Rinsu <450 K/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse Rinag = 200 K/W
Statische Kenndaten (7, =25°C)
Fir folgenden Arbeitspunkt gilt:
=Uece =Ic ~1Is B —Uge

v mA A Ic/1Is mV

10 I 3 | 35(<150) | 85 (> 20)° 360 (280 bis 400)
Kollektor-Basis-Reststrom
(—Ucso =12V) ~Icgo 04 (<10)* pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
(—Icgo = 100 pA) ~Uisriceo > 32 \
Kollektor- Emitter-Durchbruchspannung
(—Ices = 100 pA) -Usryces > 32 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(—Iego = 100 pA) —Ugryeso > 0,3 Vv

* AQL = 0,65%
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AFY 39

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

o
S | Transitfrequenz (- Ic = 8 mA; ~Uce = 6 V) fr 500 MHz
% KurzschluR-Riickwirkingskapazitat
3 (—Ic=1mA; -Uce=6V; f=1 MHz) —Ci2e 0,75 (0,55 bis 0,95)| pF
£ Leistungsverstarker in Emitterschaltung
e (=Ic=9mA; —Uce =15V, f= 200 MHz) Ve 17,5 (> 16)* dB
® | Ausgangsspannung an 60 Q bei einem
f Intermodulationsabstand von 30 dB (=200 MHz)  Upes 0,7 (> 0,6) Y
3
H
_‘:; MeRschaltung fiir Leistungsverstidrkung bei /= 200 MHz
P O

uw
I
Inf Y ff/‘ _¢
Ly np e AT /&
)J_______m —
809 I ' mg[]
‘ L7
L [ =02
;-'(\01 1-3 : N % 4
f-200MHz] ! '
15K TBnF
] -
L S -
Ugg - 33
i D = T turabhéngigkeit d
Ly 2 Wlndungen 0,5 CuLS; D =35 mm z:;;:soi;::Igesm:gvgrleustleei;tung
Windungsabstand 2 mm Proe =f(T)
L, 3 Windungend =1 mm; D=7 mm W
Windungsabstand 2 mm 0
Ly 1 Windung 0,5 CuLS
L3 14 Windungen auf Kern B63310 U17 D13,3 P
- Ttot
C so, daB R_ = 900 Q wird .
C; 3 bis 9 pF
C, 2 bis 4 pF 02
Cn 2 bis 5 pF, neutralisiert fiir eine Transistor-
KurzschluB-Riickwirkungskapazitat \
~Ciz0 = 0,75 pF AU IR V.
(~Ic=1mA; ~Uce =6V) N \
N
N,
07
\\
\\
Ny
* AQL = 0,65% 00 50 00°C
_>T
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PNP-Mesatransistor fiir Vor-, Misch- und AFY 42
Oszillatorstufen bis 900 MHz

LNicht fiir Neuentwicklung 1

AFY 42 ist ein PNP-Germanium-Transistor in Mesatechnik im Gehéuse 18 A 4 DIN 41876
(TO-72). Die Anschliisse sind vom Gehause elektrisch isoliert. Der Transistor AFY 42 ist be-
sonders fiir die Verwendyng in Vorstufen sowie in Misch- und Oszillatorstufen bis 900 MHz
geeignet.

E BO
046 _ ¥ -
Typ ' Bestellnummer == R -)/? )} b=
Y = 5
AFY 42 I Q60106-Y42 ‘ d‘? e T
135 254403
Gewicht etwa 0,4 g MaRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung ~Ucso 30 \
Kollektor-Emitter-Spannung =Uceo 25 \
Emitter-Basis-Spannung ~Uego 0,3 \"
Kollektorstrom -Ic 10 mA
Emitterstrom Ie 11 mA
Basisstrom by 1 mA
Sperrschichttemperatur T 90 °C
Lagertemperatur Ts -30 bis +75 °C
Gesamtverlustleistung (7¢ < 45 °C) Prot 112 mW
Wéarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft ) Ringu l =750 K/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehiuse RthJG =400 K/W
Statische Kenndaten (7, =25°C)
Fiir folgende Arbeitspunkte gilt:
=Uce =1 -1 B B ~Uge
v mA HA I/ Iy mV
10 ’ 2 ’ 40 ’ 50 (> 10) l 370
5 5 120 42 400
Kollektor-Emitter- Reststrom (_UCES =20 V) _Icgs 0,5 (< 3) [I-A
Kollektor-Basis-Reststrom
(_UCBO =20 V; TU =60 OC) . _ICBO 6 (< 30) lJ.A
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(_ICEO =500 IJ-A) _U(BR)CEO > 25 Vv
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
(~Icso = 100 pA) ~Ugncso > 30 \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(—Iepo = 100 pA) ~Ueneso >0,3 \
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Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)

Transitfrequenz -

(=Ic=2mA; —Uce = 10V; f =100 MHz) fr 700 MHz
KurzschluB-Riickwirkungskapazitat

(mIc=2mA; —~Uce=10V) =Ci2e 0,23 pF

Arbeitspunkt: —=Ic =2 mA; ~Uce =10V

Leistungsverstarkung in Basisschaltung

(f =800 MHz; R, = 500 Q) Voo 12 (> 10) dB
(f =800 MHz; R, = 2kQ) Voo 14,5 (> 13) dB
(f= 900 MHz; R_ = 500 Q) Voo 11 dB
(f =900 MHz; R, = 2kQ) Vob 13 dB
Rauschmal (f = 800 MHz; Rg = 60 Q) F 5 (< 6) dB
Rauschmaf (F = 900 MHz; Rg = 60 Q) F 6(<7) dB

Arbeitspunkt: —Ic =2 mA; —Uce =10V; =200 MHz) (MeRebene 5 mm unter Gehause-
boden)

gd11p = 45 mS Y210 = 52 mS YVizp = 0,09 mS - G272 T 0,05 mS

b”b=—29mS ¢21b=135° ¢12b=—90° b22b=1,6 mS

Arbeitspunkt: —Ic=2mA; —Ucg =10V; f=800 MHz (MeRebene 5 mm unter Gehause-
boden)

gipb= 2m$ Y216 = 20 mS Y120 = 0,38 mS g220 = 0,5 mS
bip = -17,5mS (}921[):370 P12 = -100° b22b=6,3mS

MeRschaltung fiir Leistungsverstirkung und Rauschen bei f = 800 MHz

2005F t
— -
) “Q Leitungskreis
Swinag, Gap it Auskopplung
15k2 —
B0Q | R =2kQ
(Empfanger)
—) |
Uy
8
g Windg.
)
)
Uee
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.Ic

116

Temperaturabhiingigkeit der

zulidssigen Gesamtverlustleistung

Proe =F(T):

-

v \’:m:m \/fnns
N\
60 \\
\
K0
\ \\
N
20
N
1]
0 50
—_—T

Kollektorstrom I = f (Ig)
(Emitterschaitung) Uqg = Parameter

100°C

o
1y
’ /
i 2V
. ce}"‘/
//
Y2
4
2
0
0 01 02 03  OAmA
_’-IB

_Ic

Kollektorstrom Ic = f (Uge)
(Emitterschaltung) Uce = Parameter

mA
1
2V

8

Uge <0V
6 /
4 I”
, |
o _—

(i} 01 02 03 04 05V

—-Upe
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Ausgangskennlinien I = f (Uce) Ausgangskenniinien I¢ = f (Ucs)
I = Parameter I = Parameter
(Emitterschaltung (Basisschaltung)
mA ~ mA
10 T 10
NRL/E , T
e /¥ 250 “Te 7 1A
1
T ] ,//(// IZZU T 8 / §——
200
/ /// 181%0 / // 1
VA AT A
s a4 :
//r A+ 120 Ve
//,/ 100| n 5
ol 80 /]
— 4
b 4 ] A
gd 1 10 3
y
/
2 // ‘l'_q// 2 // 2
(_____——— I 1
_[B=ZOP'A L Ig=1mA
: [ | :
0 10 20V 04 02 0 -5 -V
—-Uge —>Ugp
Temperaturabhangigkeit
des Reststromes Icgo =7 (Ty) Transitfrequenz f; = f (I¢)
‘uA—UCB°=20V =Uce =10V; =100 MHz
MHz
10* = 800
4%’ Il
5 / fr
“Iogo 717 T ~Ugg=10V |
d N
T ’ 600 N
0 / r/ \
i / \
: o= /
pid 4 /
4 / 400
1 \
10’ N\
II
5 / 200
7/ — Mittelwert T
——=Glreuwert 1T
10’ l l ‘ | 0
0 50 100°C 0 2 4 6mA
— T — I
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Leistungsverstirkung Leistungsverstirkung
Voo = f (Ic); f = 500 MHz; Voo = £ (Ic): f = 800 MHz;
Upare =10V; Ry =1 kQ; R = 2kQ Usare =10V, Ry = 1kQ;
® (Basisschaltung) ~ dB R =500 Q (Basisschaltung)
20 20
o AN Voo
T 7 X T
\ Jn N
\ N\
\
\\ \
0 0
\ \
\ \
-10 \\ -10 \\
\ \
\ \
_za \ I \
0 2 3 [} 8 mA 2 4 6 §mA
—_— —[c —_— _/c
Leistungsverstirkung Frequenzabhangigkeit
Voo = f (Ic); f = 800 MHz; : des Rauschens F = f (f);
Ugaee =10V Ry = 1kQ; R = 2kQ =Ucsg =10V; —Ic =2 mA;
(Basisschaltung) Rg = 60 Q (Basisschaltung)
d8 a8
20
a I I
v,
Tﬂﬂ TF I
N,
N\ i
0 \ K i
\
\
’ \ 0 I
\
\
‘ I
-10 5
AL
‘ N 4
\
\
-20 0%
2 4 6 8 mA W 10° 10’ 10° 10° MHz
— "/c —f

e A TN
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Eingangsleitwert y,,,
=Ucg = 10V (Basisschaltung)
MeRebene 5 mm unter Gehauseboden

ms
0
I
I -lr-1mA'P
BO0HHZ
20 h\ ,\t NJ00MHz_|
AN A
N
T 400MHZ
) -
P~ —_
Py L
60
-80
ZUgge0v
00 @
0
0 2w & 8ms

— Jm

Vorwirtssteilheit y,q,
~Ucg =10V (Basnsschaltung)
MeRebene 5 mm unter Gehduseboden

ms
120
100
bty
Upg=10V
T 80 %
60
W0 o V4 mmﬁ g
\ Y ?LOFHZI \
20 (Q H:& f;=1mA
N D
0 B00MHzZ
-80 -40 -20 0 20ms
— Jm

Riickwirtssteilheit y,,,
~Uce = 10V (Basisschaltung)
MeRebene 5 mm unter Gehduseboden

w8
03
02 - Ugg=T0V
0
bygy
T 0
190M|H1L
-01 ZUOHH:’l
-02
A(lmnil; )
-8 ECOHHszA/m
N fo=1m,
" Jo=1mA
-05

-3 -02 -01 0 01 02 03m§

— J1b

Ausgangsleitwert y,,,
-Ucs = 10V (Basisschaltung)
MeRBebene 5 mm unter Gehduseboden

300MHz

0 01 02 03 O& 05 06mS
—0726
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